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１．はじめに 

現在提案されている誘電率分布測定法 1) 2)は解

像度が 5mm 程度で、細胞等の微小物質の観察が

行えない、測定が煩雑になるなど問題がある。 

本稿では、生体物質の複素誘電率分布測定法と

して、オンチップインダクタを用いた手法を提案

し、そのモデル化について述べる。 

２．提案手法 

提案手法の測定原理図を図 1 に示す。本手法は、

集積回路中に配置したオンチップインダクタを

図 2のようにモデル化し、近接する測定対象の比

誘電率 εs、および導電率 σを、インダクタの寄生

容量(Cx)および寄生抵抗(Rx)として検出する。 

３．結果と考察 

図 3 の 0.8mm 角のインダクタを 3mm 角の Si

基板上にレイアウトし、電磁界シミュレータ

EMPro(Agilent 社)で解析後、算出された入力イン

ピーダンスをもとにフィッティングを行った。解

析結果の一例を図 4に、寄生容量 Cxおよび寄生

抵抗 Rxの誘電率および導電率依存性を図 5に示

す。解析の結果、誘電率および導電率について、

依存性が明らかになった。ここで、高誘電体にお

ける抵抗値低下は、電界の拡散によるとみられる。 
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図 1. 測定原理   図 2．提案型モデル 

 

   
図 3． シミュレーション構造 

   
図 4．フィッティング例               
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図 5．フィッティング結果 
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